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る｡ C軸が短かいため, Ceの f電子のうち,C軸方向を量子化軸に選んだときの ∠Z -0の
状態 (fo状健 )が,C軸方向に強い fo-fo混成を持ち,C軸方向に0･5eV程度の大きさの分
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ている｡ (これもC軸方向の強い fo-fo混成効果による｡) したがって,高温では各 f状態
が一様に存在して高濃度近藤状態が実現されているが,室温以下の温度領域では,f｡状態の占
有率が次第に大きくなり,foバンドを作って foホールを形成した方が,系のエネルギーは低くな


















以上のモデ′レにおいては, f〃電子には相互作用がはたらかないので,f〝 サイ トによって,
系は有限個の foサイ トとfホ-/レ(do電子)サイ トを含む互いに独立なクラスターに分割さ
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近接サイ ト間の f-f重なり積分を取 り入れた計算を行なった｡前者は,f〝電子のスピンとク
ラスターの全スピンとの交換相互作周,後者は,1個の f〝サイトをはさんで隣 り合うクラスタ
ーの全スピン間の交換相互作用の形に近似し,いずれも分子場近似を用いて取 り入れた｡この
結果,強磁性転移温度 Tc-66Kが得られ,T｡-115Kとほぼ同程度の値になった｡
以上の計算から,reRh3B2の帯磁率の温度変化に見られるクロスオーバーは,一次元クラ
スターモデルで説明される｡ただし,これはCe鎖内での強磁性状態であり,結晶全体の強磁
性状態が実現されるには, Ce鎖間に強磁性的な相互作用を考える必要がある｡また,今後は
強い磁気異方性を説明するために.スピン軌道相互作用を取り入れた計算を行なう予定である｡
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